Popis a pouziti

Tento druh tranzistord je nejrozsirenéjsi z tranzistord fizenych elektrickym polem. Jedna se o typ
tranzistoru, u kterého je vodivost kandalu mezi elektrodami S a D fizena elektrickym polem
vytvafenym ve strukture kov - oxid - polovodi¢ elektrickym napétim prilozenym mezi fidici
elektrodou G a elektrodou S.

MOSFET je zkratkové slovo, v némz jednotliva pismena znamenaji:

1. M (metal) - fidici elektroda G je tvorena kovem (vétSinou se jedna o hlinik);
2. O (oxide) - fidici elektroda G je od zbytku tranzistoru izolovana tenkou vrstvou oxidu
kfemicitého (tj. nevodivym kfemenem);
3. S (semiconductor) - oxid kifemicity je nanesen na polovodi¢ové desticce;
4. FET (field effect transistor) - tranzistor je fizeny elektrickym polem.
Schématické znacky zakladnich typl tranzistoru MOSFET jsou zobrazeny na obr. 235.

U tranzistoru typu N mif{ Sipka dovnitf (k elektrodé G), u tranzistoru P opacné. Sipky jsou tedy

OPACNE neZ u bipolarnich tranzistord

Existuji dalsi znacky pro dalsi typy tranzistord MOSFET.

Obecné by znacka méla mit Ctyfi vyvody (elektrody G, S, D a B), ale ve vétsSiné aplikaci se
musi pfilozit na elektrody urcité napéti, a proto se elektrody S a B vétSinou spojuji. Proto jsou na

schématu na obr. 235 zobrazeny pouze tfi elektrody.

Pfi srovnani s bipolarnim tranzistorem odpovida elektroda G bazi tranzistoru, elektroda S
emitoru a elektroda D kolektoru.

s indukovanym  se zabudovanym

kanalem kanalem
kanal P @
D
=
%)
kanalN ~—H
S

Obr. 235

Tranzistory MOSFET mohou byt dvou zakladnich typu:
1. PMOS - zakladni deska je vyrobena z kiemikového polovodice typu N, elektrody jsou
pripojeny k obohacenému kremikovému polovodici typu P;
2. NMOS - zakladni deska je vyrobena z kfemikového polovodice typu P, elektrody jsou
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pripojeny k obohacenému kremikovému polovodici typu N.

CMOS neni oznaceni tranzistord, ale oznaceni logickych obvodl vytvarenych kombinaci
tranzistord PMOS a NMOS. V téchto obvodech je otevreny vzdy jeden tranzistor, druhym z nich
elektricky proud neprotéka.

Struktura tranzistoru NMOS je zobrazena na obr. 236. Zakladem je rlizné obohaceny kremik tak,
abychom méli k dispozici polovodiC typu P a silné dotovany polovodi¢ typu N. V tomto typ
polovodice tedy jednoznacné prevazuje elektronova vodivost; pocet dér je zde silné oslaben.

V polovodici N bézné prevazuje elektronova vodivost nad dérovou vodivosti, ale v tomto
pripadé je poCet dér prosté vyrazné mensi, nez u ,bézného” polovodiCe N. Proto diry elektricky
proud v polovodici N+ nevedou!

Elektroda G (gate) je od polovodice typu P oddélena izolantem tvofenym oxidem kfemicitym.
Elektrody S (source) a D (drain) jsou vodivé spojeny s polovodi¢em typu N. Elektroda B (bulk)
pripojena k substratu je ve vétsiné pripadd pouziti tranzistoru MOSFET spojena s elektrodou S.

Oba typy polovodice vytvareji pfechod PN, v jehoz okoli je oblast bez volnych nosi¢d naboje
(tato oblast je na obr. 236 naznacena svétlou barvou v okoli hranice polovodice typu N). Tato oblast
ma tedy velky elektricky odpor.
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Obr. 236

Tyto tranzistory jsou zakladnim aktivnim prvkem vétsiny soucasnych elektronickych pristrojd;
v souCasné dobé se pouzivaji vyrazné vice, nez klasické bipolarni tranzistory. Pouzivaji se jak
v signalovych analogovych obvodech a digitalnich obvodech (digitalni technice), tak i ve vykonové
elektronice. V souCasné dobe se vyrabéji MOSFETy i na bazi SiC (silikon-karbid) a GaAs (galium
arsenid), ¢imz se rozsifilo pouZiti téchto tranzistorl i do oblasti vyssich napéti (nékolik set az tisic
voltd).
Tranzistory MOSFET (oba z vy$e popsanych typd) se dale déli podle typu vodivého kanalu:
1. sindukovanym kanalem;
2. se zabudovanym kanalem.

Vodivost jednotlivych typl tranzistoru v zavislosti typu kanalu a na prilozeném napéti L. je
popsana v tab. 1.

Typ kanalu Upe =0 Uas=0 Upe <0
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indukovany N vede nevede nevede

zabudovany N vede vede nevede

indukovany P nevede nevede vede

zabudovany P nevede vede vede
tab. 1
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